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(57) Anotace:
Sestava obsahuje &ipovy nosit /10/, ktery ma
kovovy substrat /12/ obsahujici prvni a
druhé protilehlé ¢&elo. Dielektricky povlak
/20/ je zajiitén alespon na jednom z &el, ktery
je pfednostné tendi nei okolo 20 mikronu a
ma piednostné dielektrickou konstantu od
okolo 3.5 do okolo 4,0. Systém elektrickych
obvodt je pfipraven na dielektrickou povlaku
/20Q/, pHeemz uvedeny systém elektrickych
obvodt obsahuje plochy /12/ pro pfipojeni
¢ipu, spojovaci plochy /24/ a obvodové cesty
/26/ spojujici plochy /22/ pro pfipojeni ¢ipu
se spojovacimi plochami /24/. IC &ip /30/ je
pfimontovan flip chip spojovanim nebo paje-
nim dratu nebo spojenim pomoci lepidla na
¢elo kKovového substratu. které ma na sobé di-
elektricky povlak /20/. Ve v3ech pfipadech je
IC &ip elektricky pfipojen k plochdm pro pii-
pojeni &ipu /22/ budto spoji s kulitkou
pPijky, nebo pajenymi dratovymi spoji.
Elektrické vyvody /38/ prochdzeji ze spojova-
cich ploch /24/ na ¢ipovém nosiéi /10/ a jsou
pfipojeny k odpovidajicim plocham na desce s

obvodem /48/ nebo podobné, aby za-
Jistily 1/0 signaly pro IC ¢&ip /30/. V
Jistych provcden"‘h mohou byt k ¢ipo-
vému nosiéi /10, piipojeny dalsi tepel-
né chladi¢e /62/ a v jistych provede-
nich mohou byt také &ipy /52/ na-
montovany po obou stranach ¢&ipového
nosice za ucelem zvy3eni kapacity ¢ipo-
vého nosiée /10/.
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Kovovy substrit, ktery mad IC &ip a nosnou monta:z

Oblast techniky

Vynalez se obeznd tyka sestavsovanl Zipu s integrovanymi
obvedy (IC) na <&ipovych nosifich pro montovanl rna desky 3
obvedy a podobné a podrobnéji techniky pro vybaveni <ipu a

nosnych montaZi pre takzvané flat pack provedeni.

.
Dosavadni stav techniky

Obvykly nosi pro montai <cips, ktery se pouiZival po
mnoho let, Jje pokovena keramickd flat pack konstrukce.
Zatimco keramika md& mnoho dobrych vlastnosti, pro Jjeji
poufiti existuji “isté nevyhody. Xeramika nemi napriklad
mimofadnéd dobré viastnosti z hledizka rtepelnée vodivostl a
tudiZ ¢Casto vyZaduje zlep3ujici tfezchniky pro odstranovani
tepla. Keramika tzxé vyZaduje opasrné zachazenil, zvl1ast

pfed vypalovanin, zby se zamezil

]

v?elomeni. Keramika navic

vyZaduje nékolik opsraci pro utvorsni nezhytného keramického

by

nosice, coZ ma za nzasledek dosti vysoke naklady.

Existovalo té 1n3ili nanradit keramiché nosiZe

by

Ji
organickym nosicem, jako je napfiklzd sklem naplnény spoxid,
£i

ktery ma vlastnos podobne vlastnostem desky s obvodem, tj.

_.~

stejny material. Zztimco nékteré nevyody keramicxych nosilu

i

jsou pfekeoniny, pfesto maii takovézo nosice jisié nevryhody,
jako napfiklad pomé&rné malou vodivaost a Jjisté technologické

problémy pfi vytvafeni poZadovaneho systému obvodu na




povrchu nosice pro pfipojeni Sipu k nému a pferis
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na desku s obvedem a z desky s obvodem.

Je tudiZ hlavnim prfedm&étem tohoto wvynalszu zajistit
sestavu pro montovani &ipu s integrovanym obvodem k desce s
obvodem, ktery obsahuje nosié& ¢&ipu, ktery mid vylepSené
vlastnosti pfencsu  tepla a dobré elektrické vlastnosti

vZetneé desky & plovouci zemi.

Podstata vynéalezu
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dle tohoto vynalezu ie zajl8tén

U
[¢]]

estava pPro

M2NnTav

i
3

H Bl ey = LR Tr A i Ahyorariow
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ezce 2 obvodam a
podobné., Sestava obsahuje &ipovy nosid, kters méd kovovy
substrat obsahujici prvni a druheé protilshlé Celo.
Prednostné je kovovy substrat vytvofen z mddéného materidlu
§ chrémem napldtovanym na jeho Jjedné nebo na jeho obou

stranach. Dielektricxy povliak je ovatfen na zlsscofl jednom z
cel, pricemi tento  dielektricky povliak jz  pfednostnd
polyimid. Dielektricky povlak je pfednostné tenZi neZ okolo
20 mirxronu a ptfednostnd ma dielektrickou konstantu do okole

3,5 do okolo 4,9, Systém elektrickych obvodu Je spofadan na

0}

dielektrickén ocovlaky, pfidem?z uvadeny 5/E7ém cbvodu
obsahuje plochy pro montaZz &ipu, spojovaci plochy a obvodové
trasy spojujiczci pilachy vro mentaZz Cipu se  spojovacinmi
plochamz

IC ¢&ip je pfigp:d

] en k &elu kovového substrizu, ktery ma
na sobe dielektricxy povlak. Tato montéaZ muiz byt budto
pomoci flip chip spojovani s pouZitim pajky pro vzadjemné
mechanické a elektrické spojeni, nebo muZe Dbyt montaZ

piipevnénim &ipu pomoci lepidla k desce a s pouZitim
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dratovych pajenych elertrickych spoiju. V 2iou ptipadech Jje
IC ¢&ip elektricky pfionjen k plochiax pr> pfipojeni Zipu
budto kuliZkou patxy, nzbo Atewvyml Adjenymi spoii.
Elektrické vyvody prochazeji od spojovacich ploch na &ipovém
nosi¢i a Jscu pfipoierny k cdpovidajicim plocham na desce s
obvodem a podobné za ucelem zajisdténi I/0 signalu pro IC

Cip. V distych provederich mohzu byt k Clpovému nosici

!

ptipojeny dal3i tepeln: chliadide a v nékitzrych provedenich
mohou byt ¢&ipy také viipojeny po ok2u stranach c¢&ipcvého

nosic¢e za ucelem zvy3enl kapacity Cipovéhe nosice.

Prehled obrizkid na vvkresech

I

Vynalez bude hiiZe vysvétlan prostfednictvim

t

konkretnich pfikladu provedseni znazeorninych na vykresech, na

kterych pfadszavuje

obr. 1 oonskud s-hematiclky conled zespodu, s
cferudenymi  Zastmi  kvull czfejmeni, casti

sastavy <izu 8§ integrovan.m czZvodem a <lpovym
i

obr. 2 vzhled podédlinym fFezem Cipu a Zloového nosife =z
obrazku 1 ukazujici sestavu namontovanou k desce

s obvodem;

obr. 3 vohled podéinym Fezem Jin2ho rrovedenl sestavy
codle  tontto vynal=szu, cficzmeéne  k  desce
s obvodem;

obr. 4 ponhled podélnym fezem jineho provedenl tohoto

vynalezu vyuiivajiciho dalsi tep2lny chladig&;




obr. 5 pochled z2d2lnym  fezem Jjiného provedani podle
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aka s vyuiitim dal3ihso

4
tepelnéhs chladice, ale v jiné konfiguraci;
obr. 6 pohled podélnym fezem provedeni tohoto wvynalezu

s vyuiitim Zipu po obou stranach nosifs a takeée s

vyuZitim dalsiho tepelného chladice.

Pfiklady provedeni vynalezu

Nyni s odkazam ra ohricky, momentialng obrazxy 1 oa 2, Je
ranent  obvedl
(IC ¢Cipu} opfincntcrang k¥ dece 35  obvodem podle tohoto

vynalezu.

Sestava obsahuje Zipovy nosidé obecné& oznaceny jako 10,
ktery obsahuje kovovy substrdt 12. Pfednostng Je kovovy
substrat médené jadro 14, které ma chrdom 16 a 18 naplatovany
na jehc protilehlych &eiech. Jak bude vSak nynl popsano, lze
pouZit jiné kovy, Jaks napfikald <&istou méd, invar, méd-
invar-rad (C-1I-C: a Jiné takovéto materialy. Med s
navlatcvanym chrimex  de v3ak upfednostfiovany material,
protoZe Je nesmirng dobry elektricky vodil a ma dobrés
vliastnosti wvedeni tepla, aby mohl pracovat jako tepelny
chladic. Typicky de substrat 12 tlusty okolo 0,025 palce,
aCkoll tato tlou3fkz s muZe pohybovat v rozmezi od okolo
0,010 palce do orzls 0,240 palce. Tenll substrat, nei 0,010
palce znacéné sniZujs ulinnost substratu jako cdvadéZe tepla
a substrat tlust3i neZ okolo 0,040 palce ma za nasledsk
rozmérnost a velkou hmotnost sestavy a nezajlituje Zadny

vyznamny odvod tepla navic.
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Tenka vrstva dielektrického materidlu 20 je aplikovana

na Jedno &elc subsZratu 10 na chrom 16, ktery 32 rnz ném,

-
-

L1

piiZemZ toto dielektrikum m& pfednostneé dielektrickou
konstantu v razZmezi  okolo 3,5 2% 4,0. Upfedncstivane
dielektrikum je polyimid. Polyimid je pfednostné apilikovan
rozpradovanim, cci umoZiiuje aplikovat Jjednotny terlky zovlax.

Polyimid muZes byt v3ak nanesen odstfedive. Lz
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dielektrika, jako napfiklad eoxidy, polytetrafluoretylén,
atd. Polyimid Jje wv3ak upfednostnovian protoZe se snadno
nanasi, tvofri stejncrodou vrstvu a muie se udriet na psvrcbu

bez zavaiZnych defakty pfil zmerndoviani nlioudtxy zI 4o =
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okolo € mikronu, c¢cf je upfednostiscrana tlouitz. LIz ¥
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pouZit tloudtiku 2Z d2 okolc 20 mikran:
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lére, proteofe 14dro slouZi jako deskz s ploveouczl zemi a ¢im
tenZi Je dielektirkum, tim Jje vy331i Q&lnnost kKITUOVEho
substrdtu 12. Crzravdu s tlou3tkou polyimidu 20 okolo 5
mikront je u&inncst substratu 12 ockolo 35% teorstické

&inmnosti, zatimzs ¥l tloudrce 29 mikronu peolyimidu 20

spadne ufinnost nra okolo 30% teoretické. Tloustkz oxzlo Z0

mikronu Je tudiz maximalni poZadovana tiouit=a
dielektrického materialu 20, zatimco upfednos=fovana

tloustka je okols € mikronu nebo mensi.

Systém elektrickych obvodu 3je vytvoren na 2vrchu
dielektrického materialu 20, c¥ifem? tento zvstem
elexrickych obvodu obsahuje plochy 22 pro pZipcjeni <Cipu,
spojovaci plochy 24 a obvodové cesty 26. Systém obvzdu je
pfedinostnd vytvoeFfern fotoodporovou tsachnologil s priiltim
naprasovaného kowvu a technik subtraktivniho leptani, Jak je
v oboru dobfe znimo. Typicky Je kcv nanesen naprassrim do
tloustky okolo & mikronu; tloudtka kovu se v3ak mufe

pohvbovat v rozmezi od okolo 4 mikronu do okelo 8 mixronu.
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Kov tenZi nei ockols 4 mikronu mufe vést k nespsjitostem w
obvodu a kov tlustdi nef okolo 8 mikronu =zabrafiuje tvorbé

dobryvch vlastnosti obvodu.

Je zajistén IC <&ip 30, ktery ie pEipevnén k povrchu
substratu 12 prostfedky vodivého epoxidu 32. IT <ip 30 ma
mnoistvi I/C kontawktu 34, které jsou pfipcjeny » plocham 22
pro pfipejenl <ipu pomocsi pajenych dratovych wvyvodu  36.
Spojovaci plochy 24 jsou cpatfeny elerktrickymi vyvody 38. Po
utvofeni ploch 22 a 24 a cest 26 je aplikovan ochranny
povlak 42, coi muie byt polyimid. Existuje viak mnoho jinych

povlaku, Jalo napfi

-~

lad epoxidy, ktere lze poufit. Powvlak
muufe bYL nanessn podle vzoru, pfes sitku nebo lze za ucelenm
vytvotanl  cCora zoviake poufit fntelitoyrafickon techniing,
pokud jscu pouZity fotocitlivé povlaky. Ochranny povlak 42
je aplikovén na cesty 26 obvodu, pfilemZ jsou plochy 22 pro
pfipojeni <&ipu a spojovaci plochy 24 vynechany, aby byly
odkryty pro spojeni. Dratové spoje 36 jsou piipclieny ke svym
pfisludnyvm I/0 korntaktum 24 a plocham 22 pro piizsienl Cipu,
pfedncstné termosonickym pajenim. Elektrické vyvedy 38 jsou
pfipevnény ke svym piisludnym spojovacim plocham 24,
pfednostné pomoci pijenych spoju (neni ukéazano;. Mohly by
byt pouZity Jjiné tTypy spoieni, 3ako napfiklad vedivy epoxid,

jak je v oboru znamo.

Poté co byl IC Cip 30 piipevnédn k substrétu 12 epoxidem

32 a pyly pfipojeny elekzrické vyvody 38, je cely povrch

substratu 12 pokryt epoxidovym zapouzdfovacim materialem 44.

A0y bylo moiné namontovat Cip a sestavu Cipovéeho nosice
k desce s obvodem, jsou elektrické vyvody 38 pfipojeny ke

kontaktum gg na desce gg s obvodemn.
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PouZiti kovovéns substratu 12 poskytuje nékolik wvyhod
oproti pokovenému keramickému substratu. Jedna =z nich Jje
relativni ruinsst  kovového substriatu 12, ktera ma  za
nasledek sniZeni sklonu k prasknuti budto nasledkem
tepelnych odchylek, nebo nasledkem mechanické manipulace, v
porovnani s keramickym nosicdem, zejména v nezatvrdlem stavu.
Jind velmi vyznamnd vvhoda jsou wvynikajici vlastnosti vedeni
tepla kovoveho substratu 12, ktery umoinuje rychly odved
tepla mnohem u¢innéji, neZ u keramického substratu. Dale
kovovy substrat zajiZftuje desku s plovouci zemi pro kontakty
a systém obvodu, ktery Je zvla3té Glinny s tenkou
d

3 .- A el - - _— - = “ P - "~ 1 Ve El
ielektrickcon vrstvol nza Urovni 6 mikroni.
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231 whtor RTzz Je nubtnd tzito v ouvahu de  zZnaény

rozdil mezi koeficienty tepelné roztairosti u IC &ipu 30 a u

nosic¢e 10 kvuli kxovavému substratu 12. IC &ip vytvofeny z

kfemiku ma koaficient tepelné roztainosti (CTE) v rozmezi

okoloe 3-4 ppm/°C, zatimeco méd méd  koeficient tepelné
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roztaZnostl v rozmszi okoln 18 ppm/°C -
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nebezpeli selhani kvuli  nesoculadu teplot je nezbytne
zajistit, aby byly Zipy velmi tenkd a2 tim se zvy3ila jejich

pruincst. Je vskutku nezbytné, aby <ipy nebyly tlustdi, nez

okolo 20 wmilu a pfadnosing tenfi neiZ 12 milu. § Cipy tendimi
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intat s montdaiZl Cipu s

{h

sniiuje skion ® pIiidx
jiného materiialiu pros substrat 2,
invar-méd nebo invar, nuZe samozfe’m3 sniZit neshodu CTE

Cipu 30 a CTE substritu 12.

Obrdzek 3 ukazuje jiné provedeni tohoto vynadlezu, ve
kterem muZfe byt pouiito k vytvefeni sestavy nosice a ¢&ipu

flip chip spojovani. Jak je vidét na obrazku 3, je zajidteén



IC Cip 52, ktery = pfipevndn &k plocham 22 pro pEipojeni
J

E

Eipu pomoci kulide¥ najky S4. Jak je v tomto typu £flip chip
speojovani béiné, Je mezi Zipem 52 a nosicem 12 uspo¥adan
vyztuZovacl epoxi 6 obklopujici lkulichky 54 pajky. Tento

vyztuZovaci epoxi slouZi pfFi zabratovani po3koczeni kvulil

tepelné neshodé. V tomte provedeni je kolem konce substratu

\l‘

12 opatfen 1izoladni materiidl 58 =z na protéjsim pavrchu
substratu 2, akiz vyvod 60 je elektricky izolovan od
substratu 12. V temto piipadé spojujl vyvody 60 spojovaci

plochy 24 s kontakty 46 na desce s obvodem 48.

Pokud je zacgotfeki AalZiho «odvods tepla, l1zZe poulit
provedeni ukazans na obrizku 4, ws Lkterém Je dodazelny
tepelny chladié €2 r¥¥igewvnin L protss3l ztrané substratu 12,
ze kterého jsou pfisojeny <ipy. Tepelny chladid 62 muis byt
pfipevnén vodivym epoxidem 63 dobfe znamym Zzpusobem.
Obrazek 4 také ukazuje jak muZe byt pruiny Cip 52 pfipsvnén

ke stejné strané nosiCe jako dratem pfipevnény Cip 30.

Obrazek 5 ukazuje 1J1iné provedeni, kde Je zajistén
dodatelny tepelny chladicd 62, ale v tomto piipadé je tepelny
chladi¢ =zajistén vedivym epoxidem 63 k povrchu epoxidu 44

zapouzdfuiiciho &ip.

Obrazek 6 ukazuje provedeni, kde ¢Z&ipy mohou byt

zajistény na obou stranach &ipového nosice 10. Provedeni Jje
ukdzano s pouiZitinm technologie flip chip jak je ukazano na
obrazku 3 pro ¢&ipy na obou strandch substratu. Samozrejme
muZe byt pfipojcvini dratem pouiito pro  <Sipy na  obou
stranach, nepo by ~=2dna strana wmonla pouZivat technocloglil
spojovani dratem a druhd strana technologii flip chip. Vv

tomto pfipade je tepelny chladi¢ 62 volitelné pfipevnén k

jedné strané, ackoli pokud to umoZnuje prostor, mohly by byt
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tepelné chladiZs opatfeny na obou strandch.

Byla tudif pocpsdana upfedno

in

—néna provedsni  tohoto
vynalezu. AvSak uvaZujeme-li pfedchczi popis, rozumi se, Ze
tento popis 32 proveden pouze pomcci pEikladu, Ze vynalez
nenit omezen nz konkrétni provedenl zde popsaniz a Ze monou
byt implementcvany ruzné zmény uspofadani, modifikace a
ndhrady bez odchyleni od opravdového ducha tohoto vyndlezu

jak bude naroksvano niiZe.

Zastupuje:

seéxa republika
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PATENTOVE NAROKY

1. Sestava prc namontovani ¢ipu S integrovanym

obvodem k desce s obvodem nebo podobné obsahujici:

Cipovy nosiZ, pticemi uvedeny Cipovy nosi obsahuje kovovy

substrdt a m& prvni a druhé protilehle celo,

dielektricky povlak nz alespoft jednom z uvedenych cel,

pfifemZ uvadeny dielsxzricky povlak je ten&i neZ okolo 20

systém elektrickych cbvodu uspotadany na uvedeném
dielektrickém povlaku, pfifemi uvedeny systém elektrickych
cbvodu m& plochy vrc p¥ipojeni <&ipu, spojovaci plochy a
cesty obvodu spojujici uvadsnéd plechy pro pfipoieni Zipu s

uvedenymi spojovacimi plochami;

¢ip s integrovanym czvodam namontovany na uvedsném Jednom

Cele uvedeného substri-u,

pfidemZ uvedeny &ip s integrovanym obvodem mé& I/0 kontakty;

elektrické spoje spojujici uvedené I/0 kontakty na uvedenem
integrovaném ocbvodi s uivedsnymi plochami pro pripojeni Zipu;

a

elektrické wvyvody prochazejici od wuvedenych spojovacich
plecch  pre zajisténi I/0  signalu do uvedengho &ipu s

integrovanym obvodem a 2z uvedeného <&ipu s integrovanym
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obvodem.
2. Sestava podle naroku 1, kde uvedeny dielektricky
material je polyimid.
3. Sestava podle ndroku 1 nebo 2, kde uvedeny <&ip s

-

integrovanym obvodern Je pfipojen k uvedenym zlocham pro

piipojeni &ipu dratcvymi spcii nebo

spojenim pomoci f£lip chip spojovani.

4. Sestava ro2dle né&kterého =z niroku 1 z2Z 3, kde

uvedeny kovovy substrat obsahuje vrstvu médi a xde uvedeny

(@1

; O . . i R . | o oy I
ip s integrovarn,m cowvodem neni tlustdi nei okolsc 20 milu.

5. Sestava podle kteréhokeoli pfedchazejicich néaroku,
kde dielektrikum ma& dielektrickou konstantu od okolo 3,5 do
okolo 4,0.

6. Sestava vodle Kteréhokoll z predzhézejicich
naroku, kde tlouidtka uvedenéd dielekitrické vrstvy neni vétsi

nez okolc 6 mikronu.

7. Sestava oodle kteréhokoli z pfeichidzejicich

naroku, kde kovovy substrat je pochreomovana méd.

8. Sestava codle kterchokoli z pfedchazejicich
naroku, kde dielextrikum Jje na obou ¢elecrn uvedeného
substratu a systém elektricrxych obvodu je na Zoou <&elech
uvedeného substrdtu a <¢ip s integrovanym 2bvodem  je

namontovan na obou &2lech uvedeného substratu.

9. Sestava podle kteréhokoli z ptedchdzejicich
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naroku, kde tepelny chladié je pfipojen k
nosici.

10. Sestava podls naroku 9, kds
pEicojen k povrchtu uvsdeného substratu,

pripojen ¢ip.

11. Sestava poZle kterehokoll

naroku,

pEipojenou k uvedenvym elektrickym vyvodum.

12. Zpus2b zro montovani Zipu 3 int=yrovanym cbhvodam
podle kteréhokeli z nédrzku 1 a2 11, okszahuiizi kroky:
opatfeni <&ipcvéhs noside, priemi uvedsny <&ipovy nIsid

SCY

obsahuje kovovy sub

aplikovani dielektrického povlaku nra alespoll jedno z

uvedenvch cel,

ptifemZ uvedeny dielek:iricky poviak Jje tenil neZ cxoleo 20
ikronu;

opatfeni systému slektrickych covodu na Lradansdm

dielektrickém povlaku,

obvodu ma& plochy vroe ofipojeni &ipu,

obvodové cesty spo

uvedenym spojovacim plochdm;

opatfeni canym obvodem,

pfimontovani uvedeného &ipu s

uvedene Jjedno ¢elo uvedeného substratu,

dale se vyznacujici deskou s obvodem nebo podobnou

a ma prvni a druhé protilehle Celo,

pficemZ uvedeny systém elekirickych

jujici uvedené plochy prs

<tery m& I/0 koooakiyvi

integrovanym

uvedenénu Zipovemu

tepelny chlzdi& Je
tery ma < sobé
z prfedchaczjicic

aci

L)

Jjo
cPipsc]

cbvodzsm na

pfic¢emZ elextricka
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spojeni spojuiji uvedené I/0 kontakty na uvedeném

integrovaném obvodu % uvedenym plocham pro pPipojeni &ipu;

pfipojeni elektrickyzh vyvodu z uvedenych spojovacich ploch
pro zajisténl I/0 szignalu do uvedeného &ipu s integrovanym

obvodem a z uvedenén> &ipu s integrovanym obvodem.

Zastupuje:

Dr. Petr“Kalensky

SPOLEGNA AnVOKATMI WANCELAR
VEETEGKA ZELoY SUNRAIK KALENSKY
A PARTNERI

120 00 Praia 2, Halkgva 2
Geska racublika
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